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que Is.fi 5 l| f |(£55 gur lsoﬁattmuu ef iImiso ?I {;g'é %&:f"é?"?'s?l
(25) zur %L m d hedg! dgpoEt m ue

gesant bn ﬁnd i @fg Rﬁ G @Mfel o] Ienbere| ch (10) und

Logi kbereg LacH b suf J,,@gﬁg}ﬁﬁ nes Lackfilnms (26) auf dom Qopferfilm
(25); Bi I eI ner O‘fnung I n_sinemgewGhschten Ab- schnitt des Lackfilns

(26) und mﬁambﬂhﬁgm@ﬂmgmswnwm ngungsi onen | n das

Hal bl ei t eschhitt 9és 1AkKF{MSA26) uRbimplaitiefg Wor-0gskber ei ch (11) angesl edelt ist,

dur ch di evédirrémyoagsiohendin ldaé Hamwlerensub@t Lackfil ms (26) und Opferflims (25),
und auf ei (22 dasrih déry eogikbereich (1d)angesiadals 20 zweiton Isolierfilnms (28) und
ei ner zweist dunchidiectffnung; odlenschi cht (29) in dam nicht-fluchtigen Spei-
cherzel | eRttternen clps LadBfilme 2p) luodiOkferities ch (11). 2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadur ch g@Rennd aufsihandenfeigendss Bilden gaesOpf2erfim (25) ein Isolierfilmist, der
durth cheﬁﬂ%@'ﬂ@"ﬂé ﬂmmmmwng gobi | det ist. 30 Revendi cations 1.
Un pr ocediodgeschig (29 'aﬂ?%ﬂic'ﬁ'@“ﬂfi%eﬁ&?'tlf sem con- ductsur ayant une regl on
(10) de cﬂTeTzﬁ'feébed%chr?@)“W&W'ébefﬁfﬂ Menanente et une region (11) loglque 35
i ncl uarbt tran tor ct6risé en ce qu'il conprend | eas 6ta-
pes de: zelchn % gﬁ%%? ﬁgﬁt E” h ffenmier film(23) isolant et uno
prem bre S&F sur un substrat (22) de sem -

conduct ou eb"J au prem er m 23) I solant et de la prenribre couche
(24) d' el CLTo e qui sont situ6s dens la r6gion (11) |oglque, sans retrait
du pre- 45 mer film(23) isolant et dg |a prem ere couche (24)

d' el ectgenemiicdtions Sont situbs dans |a ré6glon (10) de cellule de nenoire non
rémanent; formation d un film (25) socrificiel pour isolation au-dessus de
| a sur fracen grodéddbdeTalsicstion dedispbsitifesgieonn ( 10) de cellule de nbrnolre etla

regi on ( lddetelnosgarguse oi@i (10j@p Géliupas ménduction d un film (26) de risist sur
l-e fil m (&@Gie roacimahant e ine réglon(ed) loglqued’ LBBe ouverture dans une por- tion
d6si r ee dincliant des (r@BlstobcMOSBsi ste, et Inplanta- 55 tion d'ions dinpurete
dans |s subst ¢aractefisg2n ce gu'keamiprepdlesidlet eur situ6 dans la reglon (11) |ogi-

quo, A treesgdes |' ouverture; et 4
K/ formation successivement d'un premier

film (23) isolant et une premidre couche (24) 40
d'électrode sur un substrat (22) de semi-
conducteur ;

retrait du premier film (23) isolant et de la
premiére couche (24) d’électrode, qui sont situés
dans la région (11) logique, sans retrait du pre- 45
mier film (23) isolant et de la premiére couche
(24) d'électrode, qui sont situés dans la région
(10) de cellule de mémoire non rémanente ;

formation d’'un film (25) secrificiel pour
isolation au-dessus de la surface entidre dansla 50
région (10) de cellule de mémoire etla région (11)
logique ; et dépdt par enduction d'un film (26) de
résiste sur le film (25) sacrificiel ;

formation d'une ouverture dans une por-
tion désirée du film (26) de résiste, et implanta- 55
tion d'ions d'impureté dans le substrat (22) de
semi-conducteur situé dans [a région (11) logi-
que, a travers l'ouverture ; et



